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【緒言】ベンゼンを原料とした化学気相析出(CVD)法を利用したアモルファス炭素膜の合成

例が多数報告されている。ベンゼンに対する水の溶解度は 20℃において、0.15g/100 mL で

ある。ベンゼンを輸送するガス、たとえばアルゴンガスにもわずかな水が含まれている。

このような水がプラズマ CVD チャンバに原料とともに侵入すると、アモルファス炭素膜中

においてヒドロキシル基などを形成するばかりでなく、ヒドロキシル基に吸着する形で大

気中にて水が膜表面に吸着する恐れがある。本研究では、そのような微量な水が膜の構造

に影響を与えると仮定して、検証を行った。 

【実験方法】本研究における試料は、高周波プラズマ CVD 法で単結晶(100)シリコンウエハ

基板上に作製した。原料にはベンゼン(和光純薬製 >99%)、輸送ガスには高純度アルゴン(純

度 99.9999%)を用いた。本研究で用いたプラズマ CVD 装置の概略図を Fig. 1 に示す。ベン

ゼンは、100 cc の二口フラスコに 80 cc を充填する。ベンゼンガスはアルゴンにより輸送さ

れて、P2O5脱水装置を経て、CVD チャンバに導入される。CVD チャンバはステンレス製で

容積はおよそ 2 L である。CVD チャンバ内では

ダイオード高周波電極にて周波数 13.56 MHz、

電力 45 W でグロー放電を発生し、原料を分解

して接地極側で試料を基板上に作製する。典型

的な条件は、ガス流量 5 cm3/min、圧力 0.3 Torr、

作製時間は 20 分間である。膜への水の影響をみ

るために、P2O5 脱水装置の有無ならびにチャン

バの焼きだしの有無で膜を作製した。試料の構

造をフーリエ変換型赤外吸収分光 (FT-IR)装置

で評価した。 

【結果と考察】Figure 2 に合成されたアモルフ

ァス炭素膜の IR スペクトルを示す。主に、1500 

cm-1 前後の吸着水による吸収、2900 cm-1 程度の

膜の構造を形成する=C-H、-C-H による伸縮振

動、ならびに 3300 cm-1 程度の-OH による伸縮振

動に起因する吸収が確認された。試料 A は、P2O5

脱水装置無、チャンバの焼きだし無の条件で合

成されており、ヒドロキシル基とそれに吸着し

たと考えられる水による吸収が観測されたのに

対し、試料 B: 脱水装置有、試料 C: 脱水装置有

＋焼きだし有では、メチル基などによる明確な

吸収が出現し、ヒドロキシル基が減少すること

がわかった。 
Fig.2. FT-IR spectra of samples A, B and C 

Fig.1. Plasma CVD apparatus 
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